
図 2  VO2チャネル抵抗値の時間依存性 
(a)TiO2(001)基板上     (b)Al2O3(0001)基板上 

図 1 作製したダブルサイド 
   ゲート型 FET 構造 
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【はじめに】二酸化バナジウム（VO2）は室温付近で巨大な抵抗変化を伴う金属絶縁体転移（MIT）

を示し、この巨大抵抗変化を利用した新機能デバイスが盛んに研究されている。中でも、電界効

果による MIT 制御は、モットトランジスタ実現に向けて注目を浴びている。これまでに我々は、

エアーギャップを介したサイドゲート型 VO2ナノワイヤー電界効果トランジスタ（SG-FET）を作

製し、湿度環境下において吸着水の電気化学反応を利用した水素化による VO2チャネルの大きな

抵抗変化とメモリ効果について報告してきた[1]。今回は、SG-FET の様々なガス環境を制御でき

る特徴を活かして、湿度の効果を無視出来る N2ガス中での静電界効果による VO2チャネルの電気

伝導変調を試みた。 

【実験及び結果】 パルスレーザーアブレーション法により TiO2(001)及び Al2O3(0001)基板上に

VO2薄膜を成膜し、ナノインプリントリソグラフィーを用いて、SG-FET を作製した。図 1は作製

した SG-FET 構造の AFM 像である。両サイドからゲート電界を印

加し、チャネル抵抗の変化を測定した。図 2には、TiO2(001)基板と 

Al2O3(0001)基板上に作製した SG-FET において 0Vから 40Vまでの

ゲート電圧(VG)を印加した時のVO2チャネルの抵抗値変化の比較を

示す。VG=0V時の抵抗(R0)と VG印加時の抵抗(R)の変化率(R0-R)/R は

Al2O3(0001)基板上の VO2チャネルでは 0.13% at VG=40Vであったの

に対し、TiO2(001)基板上は 20 倍以上大きく、2.9%の変化が見られ

た。この大きな違いは TiO2基板の大きな比誘電率、及び VO2チャ

ネルの単結晶化による欠損準位の少ない効率

的な電界効果に起因していると考えられる。

当日は、詳細な実験結果を電界シミュレーシ

ョンによる考察と交えて報告する。 
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